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The invention relates to a structural body, especially an infrared sensor (5), comprising a carrier body (12) 
and a structuring layer (11) that is at least partially connected to said carrier body (12) and is at least 
partially provided with at least one micro component (17) and is partially provided with at least one recess 
(19) which is at least essentially filled with a hardened functional material (10), especially an infrared 
absorbing material, which is liquid when filled in. The invention also relates to a method for producing a 
microstructure (18) from the functional material (10). A recess (19) is structured in a structuring layer (1 1) in 
the area of the surface of the structuring layer. Said recess at least approximately forms a negative structure 
of the microstructure (18) to be produced. The produced recess (19) is at least essentially filled with an, 
initially liquid, functional material (10). Said method is particularly suitable for producing the inventive 
structural body or infrared sensor (5) and as a mechanical protection for sensitive micro components (17). 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prijfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Strukturkorper, insbesondere Infra rot-Sensor und Verfahren zur Erzeugung einer Mikrostruktur aus einem 
Funktionswerkstoff 

® Es wird ein Strukturkorper, insbesondere ein Infrarot- 18 
Sensor (5), mit einem Tragkorper (12) und einer mit dem 
Tragkorper (12) zumindest bereichsweise in Verbindung 
stehenden Strukturierungsschicht (11) vorgeschlagen, 
wobei die Strukturierungsschicht (11) zumindest be- 
reichsweise mindestens ein Mikrobauelement (17) auf- 
weist. Die Strukturierungsschicht (11) ist weiter bereichs- 
weise mit mindestens einer Ausnehmung (19) versehen, 
die zumindest weitgehend mit einem ausgeharteten 
Funktionswerkstoff (10), insbesondere einem Infrarot-Ab- 
sorberwerkstoff, gefullt ist, der beim Einfullen flussig war. 
Da ruber hinaus wird ein Verfahren zur Erzeugung einer 
Mikrostruktur (18) aus einem Funktionswerkstoff (10) vor- 
geschtagen, bei dem zunachst im Bereich der Oberflache 

• einer Strukturierungsschicht (11) eine Ausnehmung (19) 

• aus der Strukturierungsschicht (11) herausstrukturiert 

• wird, die zumindest naherungsweise eine Negativstruktur 
der zur erzeugendenden Mikrostruktur (18) bildet, und bei 
dem dann die erzeugte Ausnehmung (19) zumindest weit- 
gehend mit einem zunachst flussigen Funktionswerkstoff 
(10) gefullt wird. Dieses Verfahren eignet sich insbeson- 
dere zur Herstellung des vorgeschlagenen Strukturkor- 
pers bzw. Infra rot-Sensors (5) sowie auch zum mechani- 
schen Schutz empfindlicher Mikrobauelemente (17). 
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Die Erfindung bctrifft cinen Strukturkorpcr, insbesondere 
einen Infrarot-Sensor, und ein Verfahren zur Erzeugung ei- 
ner Mikrostruktur aus einem Funktionswerkstoff, nach der 5 
Gattung der unabhangigen Anspriiche. 

Stand der Technik 

Viele Infrarot-Sensoren, wie sie beispielsweise in der An- to 
meldung DE 199 32 308.9 vorgeschlagen worden sind, be- 
ruhen auf dem Prinzip der Umwandlung von clektromagne- 
tischer Strahlung in Warme, die dann thermoelekirisch oder 
thermoresistiv mit Hilfe von Thermoelementen bzw. Bolo- 
metem gemessen wird. Voraussetzung fur eine mogtichst 15 
hohc Empfindlichkcit cines derartigen Sensors ist eine mog- 
lichst effizicnte Umsetzung von Infrarot-Strahlung in 
Warme, was vielfach durch ein geeignetes Absorbermaterial 
erreicht wird. 

Neben herkdmmlichen Absorberrnaterialien wie bei- 20 
spielsweisc schwarzgefarbtes Gold oder slrukturicrlc Mchr- 
schichtsysteme ist dazu in der Anmeldung DE 199 52 126.3 
bereits eine einfache und kostengiinstige Alternative vorge- 
schlagen worden. Im Einzelnen werden dort strukturierte or- 
ganisch/anorganische Polymere, beispielsweise Fotolacke, 25 
die zur Verbesserung ihrer Eigenschaften gegebenenfalls 
mit FiillstofTen versehen sein konnen, vorgeschlagen. 

Beim Einsatz von Absorberschichten in IR-Sensoren ist 
es stets notwendig, dass diese Schichten lediglich an be- 
stimmtcn Stellen auf der Oberflache der IR-Scnsorcn aufgc- 30 
bracht werden, und cine deflniertc latcralc Gcometrie auf- 
weisen. Konkret werden Infrarot- Absorberrnaterialien stets 
im Bereich der sogenannten "heiBen" Kontakte der Thermo- 
elemente der IR-Sensoren aufgebracht, so dass die Absor- 
berrnaterialien zumindest indirekt warmelcitcnd mit dicsen 35 
"heiBen" Kontakten bzw. Bereichen der Thermoelemente in 
Verbindung stehen. 

Zum Aufbringen von Absorbennateri alien beispielsweise 
auf IR-Sensoren wird bevorzugt bisher die Fololithographie 
eingesetzt. Bei bestimmten dotierten Lacken, die mit Full- 40 
stoffen, absorbierenden Zusatzen oder Farbstoffen versehen 
sind, ist eine derartige fototithographische Strukturierung 
jedoch vielfach nicht moglich, da diese Lacke vielfach eine 
zu hohc Viskositat aufweiscn, um mit der gefordcrten Ho- 
mogenitat aufgeschleuderl zu werden . Dariiber hinaus ist bei 45 
derartigen Lacken vielfach die Absorption von Licht bereits 
so hoch, dass eine ausreichende Durchbelichtung nicht mehr 
gcwahrlcistct ist. Dancben weisen solchc Lacke vielfach 
schr lange Entwicklungszeitcn auf, wahrend gleichzcitig bei 
der Entwicklung auf der Oberflache der IR-Sensoren vor- 50 
handene Aluminium strukturen chemisch angegriffen wer- 
den. SchlieBlich eignen sich fur fotolithographische Verfah- 
ren einsctzbare Lacke vielfach nicht zum Aufbringen von 
Absorberstrukturen auf diinnen Membranen, da diese Mem- 
branen bei der fur die Fotolithographie ("Spin-On-Technik") 55 
typischen Vakuumansaugung zerstort werden konnen. 

Neben der Fotolithographie, bei der ublicherwcisc auf 
Grund der lcichtercn Vcrarbcitung Positivlacke auf ein Sub- 
strat aufgeschleudert, belichtet und entwickelt werden, sind 
aus der Mikromechanik und Mikroelektronik auch weitere 60 
Verfahren zum Aufbringen von Strukturieren von Lacken 
bereits bckannt. 

So ist bereits vorgeschlagen worden, mit Hilfe der Mikro- 
dosiertechnik, beispielsweise unter Einsatz eines Kolben- 
oder Schneckendispensers, mit einer Dosiernadel kleinste 65 
Mengen von Lacken auf Substrate aufzubringen. In diesem 
Fall ist auf Grund der fehlenden fotolithographischen Struk- 
turierung die Geometrie der durch Dispensen erzeugten 



Strukturen jedoch starkeingeschrankt. Im Einzelnen ist bis- 
her das Aufbringen von Lacken mit Hilfe der Mikrodosier- 
technik nur in Form von Punktcn oder Linicn auf der Ober- 
flache eines entsprechenden Substrates moglich. Die kreis- 
runde Form punktuell aufgebrachter Strukturen ist jedoch in 
vielen Fallen nicht erwiinscht. 

Aufgabe der vortiegenden Erfindung war die Entwick- 
lung eines Verfahrens, mit dem Mikrostrukturen eines Funk- 
tionswerkstoffes mit lateralen Strukturgeometrien, die iiber 
Linien und Kreise hinaus gehen, realisierbar sind. Dariiber 
hinaus war es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, mit die- 
sem Verfahren Strukturkorpcr herzustellen, die beispiels- 
weise als Infrarot-Sensoren geeignet sind. 

Vorteile der Erfindung 

Der erfindungsgemaBe Strukturkorper und das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren zur Erzeugung einer Mikrostruktur 
aus einem Funktionswerkstoff hat gegenuber dem Stand der 
Technik den Vorteil, dass die Erzeugung von Ausnehmun- 
gen bzw. Kavcrncnstrukturen im Bereich der Oberflache ei- 
ner Strukturierungsschicht in nahezu beliebiger Geometrie 
moglich ist. 

Daruber hinaus hat das erfindungsgemaBe Verfahren und 
der eingesetzle Funktionswerkstoff den Vorteil, dass bei der 
Verarbeitung des Funktionswerkstoffes bzw. im Laufe des 
erfindungsgemaBen Verfahrens auf Standardprozesse zu- 
riickgegriffen werden kann, und auch die Strukturierung von 
nicht fotolithographisch verarbeitbaren Lecken bzw. Funkti- 
onswerkstoffen moglich ist. 

Weitcr ist auch die Strukturierung bzw. das Aufbringen 
von Mikrostrukturen aus einem Funktionswerkstoff auf 
diinnen Membranen ohne wei teres moglich. 

SchlieBlich hat der erfindungsgemaBe Strukturkorper und 
das erfindungsgemaBe Verfahren den Vorteil, dass damit bei 
der Herstellung von Infrarot-Sensoren eine deutlich erhohte 
Auflosung, insbesondere Ortsauflosung, erreicht wird. Dies 
ergibt sich aus der nunmehr nahezu beliebigen Form der mit 
dem Funktionswerkstoff gefullten Ausnehrnung, fur die aus 
Warmeverteilungsgrunden eine eckige Form vielfach be- 
sonders vorteilhaft ist. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich 
aus den in den Unteranspruchen genannten MaBnahinen. 

So ist es besonders vorteilhaft, wahrend des EinfuUcns 
und/oder nach dem Einfullen des Funktionswerkstoffes in 
die Ausnehrnung eine die Viskositat des fliissigen Funkti- 
onswerkstoffes zumindest zeitweise emiedrigende Tempe- 
ralurbehandlung vorzunehmcn. Auf diese Weisc wird ein 
VerflieBcn des eingefiillten Funktionswerkstoffes induzicrt 
und damit eine moglichst gleichmaBige Bedeckung der er- 
zeugten Kavemenstruktur bzw. Ausnehrnung zu erzielt. 

Gleichzeiug wird durch die laterale Begrenzung der er- 
zeugten Ausnehmungcn jedoch auch ein ubermaBiges Ver- 
flieBen des eingefiillten Funktionswerkstoffes verhindert. 
Zudem verhindern die lateralen Begrenzungen auch ein 
OberflieBen des eingefiillten Funktionswerkstoffes wahrend 
cvcntucll nachfolgendcr Prozcssschrittc mit kritischen 'Ibm- 
pcraturcn. 

Mit Hilfe des erfindungsgemaBen Verfahrens sind daruber 
hinaus vorteilhaft nunmehr auch Ausnehmungen bzw. Ab- 
sorberstrukturen realisierbar, die eine Kreuzform auf wei sen. 

Um cine moglichst hohc Positionicrgcnauigkcit des in die 
erzeugte Ausnehrnung mittels einer Mikrodosier-Vorrich- 
tung eingefiillten fliissigen Funktionswerkstoffes zu ge- 
wahrleisten, wird das Einfullen im Obrigen vorteilhaft mil 
Hilfe einer Bild verarbeitung kontrolliert bzw. vorgenorn- 



DE 100 09 593 A 1 



Zeichnungen 



Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen und in den 
nachfolgenden Beschreibungen naher erlautert. 

Es zeigt Fig. 1 einen Strukturkorper in Form eines Infra- 
rot-Sensors, Fig. 2 einen Querschnitt durch Fig. 1 vor dem 
Einfiillen des Funktionswerkstoffes, Fig. 3 den auf Fig. 2 
folgenden Verfahrensschritt beim Einfiillen des Funktions- 
werkstoffes und Fig. 4 einen Schnitt durch Fig. 1 nach dem 
Einfiillen des Funktionswerkstoffes und dessen VerflieBen. 

Ausfuhrungsbcispiclc 

Die Fig. 1 zeigt als Beispiel fur einen Strukturkorper ei- 
nen Infrarot-Sensor 5 dessen Funktionsweise und prinzipiel- 
ler Aufbau bcrcits aus der Anmeldung DE 199 32 308.9 be- 
kannt ist. 

Im Einzelnen zeigt Fig. 1 einen Tragkorper 12 aus einem 
bevorzugt gut warmeleitenden Material wie Silizium der 
riickseitig eine Kaverne 20 aufweist und der eine Slrukturie- 
rungsschicht 11 in Form einer zumindest bereichsweise frei- 
tragenden Membran tragt. Die Dicke der Strukturierungs- 
schicht 11 liegt typischerweise im Bereich von 300 nm bis 
100 um, insbesondere 1 um bis 20 um. Sie besteht bevor- 
zugt aus einem gegeniiber dem Material des Tragkorpers 12 
schlecht warmeleitenden Material wie beispielsweise einem 
Oxid oder Nitrid, insbesondere Siliziumoxid oder Silizium- 
nitrid, oder aus porosem Silizium. Als Material fur den 
Tragkorper 12 eignet sich weiter neben Silizium auch eine 
Siliziumverbindung oder cin Metall wie beispielsweise 
Kupfcr, Aluminium, Gold, Silber, Cobalt oder Nickel. 

Auf der Oberflache der Strukturierungsschicht 11 sind in 
an sich bekannter Weise als Mikrobauelemente 17 eine Viel- 
zahl von in Serie geschalteten, kreuz- oder sternfbnnig an- 
geordnetcn Thcrmoelcmcnten vorgeschen. Dicsc Thermo- 
elemente bestehen jeweils aus einem ersten Thermomaterial 
15 und einem zweiten Thermomaterial 16 in Form von diin- 
nen, auf der Oberflache der Strukturierungsschicht 11 aufge- 
brachten Leiterbahnen. Diese Leiterbahnen sind dabei ab- 
wechselnd aus dem ersten Thermomaterial 15 und dem 
zweiten Thermomaterial 16 aufgebaut, so dass sich im Be- 
reich des Ubergangs von dem ersten Thermomaterial 15 auf 
das zweite Thermomaterial 16 jeweils ein Thermokontakt 
bildct. Die Anordnung der Mikrobauelemente 17 bzw. im 
konkreten Fall der Thermoelemente erfolgt weiter derart, 
dass die Thermokontakte der Thermoelemente abwechselnd 
zumindest indirekt warmeleitend mit dem Tragkorper 12 in 
Verbindung stehen und andercrscits abwechselnd auf das 
Zentrum der stem- oder kreuzfbrmigen Anordnung der 
Thermoelemente hin orientiert sind, d. h. sich in dem freitra- 
genden Bereich der Strukturierungsschicht 11 befinden, so 
dass diese Thermokontakte moglichst weit von dem Trag- 
korper 12 entfemt sind und damil cine moglichst geringc 
Warmeleitung bzw. Warmeabfuhr uber den Tragkorper 12 
auftritt. 

Die in Fig. 1 erlauterte, an sich bekannte Anordnung der 
Mikrobauelemente 17 in Form von Thcrmoelcmcnten hat 
somit das Zicl, abwechselnd sogenannte "hciBc" Thermo- 
kontakte in dem freitragenden Bereich bzw. in der Umge- 
bung des Zentrums der Strukturierungsschicht 11 anzuord- 
nen und demgegenuber abwechselnd sogenannte "kalte" 
Thermokontakte im Bereich der von dem Tragkorper 12 gc- 
stiitzten Bereiche der Strukturierungsschicht 11 aufzubrin- 
gen, so dass diese "kalten" Thermokontakte durch die gute 
Wanneleitfahigkeit des Tragkorpers 12 gegeniiber den "hei- 
Ben" Thennokontakten eine geringere Temperalur aufwei- 
sen. Auf diese Weise wird stets ein moglichst hoher Tempe- 
raturgradienl zwischen den "heiBen" Thermokontakten und 



den "kalten" Thermokontakten aufrechterhalten. Als erstes 
Thermomaterial 15 und zweites Thermomaterial 16 eignen 
sich beispielsweise die Materialpaarc Platin/poly-Silizium, 
Aluminium/poly-Silizium oder p-dotiertes poly-Si lizium/n- 
5 dotiertes poly-Siliziurn. 

In Fig. 1 ist weiter dargestellt, dass die Strukturierungs- 
schicht 11 bereichsweise mindestens eine Ausnehmung 19 
in Form einer Kavernenstruktur aufweist, die zumindest 
weitgehend mit einem Funktionswerkstoff 10 gefullt ist und 
to somit eine Mikrostruktur 18 bildet. Die Ausnehmung 19 
bzw. die Mikrostruktur 18 ist dabei einerseits in unmittelba- 
rcr Nahc zu den "heiBen" Thermokontakten angeordnet, an- 
dererseits jedoch derart, dass die Ausnehmung 19 bzw. die 
Mikrostruktur 18 die Thermoelemente bzw. Mikrobauele- 
15 mente 17 nicht uberdeckt, d. h. die Ausnehmung 19 befindet 
sich in dem von den Thcrmoelcmcnten begrenzten freien 
Bereich im Zentrum der Strukturierungsschicht 11 gemaB 
Fig. 1. 

Altemativ sei an dieser Stelle betont, dass es ebenso mog- 

20 lich ist, die Mikrobauelemente 17 in bekannter Weise als in- 
nerhalb der Strukturierungsschicht 11 vcrgrabene Thermo- 
elemente auszufuhren. In diesem Fall kann die Ausnehmung 
19 auch oberhalb der "heiBen" Thermokontakte der Ther- 
moelemente platziert sein, wobei die Ausnehmung 19 dann 

25 in der Hefe bevorzugt moglichst nahe an die vergrabenen 
"heiBen" Thermokontakte heranreicht, sie jedoch bevorzugt 
beim Herausstrukturieren der Ausnehmung 19 aus der 
Strukturierungsschicht 11 nicht ganz freilegt. 
Die Ausnehmung 19 ist insgesamt bevorzugt derart pla- 

30 ziert und hinsichtlich ihrcr latcralen Ausdehnung und Tiefe 
derart dimensionicrt, dass der in die Ausnehmung 19 cingc- 
fullte Funktionswerkstoff 10 bereichsweise zumindest indi- 
rekt warmeleitend mit den als Mikrobauelementen 17 auf 
der Oberflache der Strukturierungsschicht 11 angeordneten 

35 Thermoclcmcnten in Verbindung steht. Insbesondere da- 
durch, dass der Funktionswerkstoff 10 lediglich mit den 
"heiBen" Thermokontakten der Thermoelemente warmelei- 
tend in Verbindung steht, wird auf Grund der wanneabsor- 
bierenden Eigenschaften des Funktionswerkstoffes 10, und 

40 der dadurch entstehenden Verstarkung des Temperaturgra- 
dienten liber den einzelnen Thermoelementen, eine Steige- 
rung der Empfindlichkeit und der Messgenauigkeit der 
Thermoelemente und damit des gesamten Infrarot-Sensors 5 
crreicht. 

45 Der in die Ausnehmung 19 eingefullte Funktionswerk- 
stoff 10 ist beispielsweise ein dispensierbarer Lack in Form 
eines Infrarot-Absorbermaterials, das gegebenenfalls mit ei- 
nem Fiillstoff versehen ist. Gceignctc dcrarlige Funktions- 
werkstoffc 10 sind in der Anmeldung DE 199 52 126.3 bc- 

50 schrieben. 

Die Ausnehmung 19 ist bevorzugt eine oberflachlich aus 
der Strukturierungsschicht 11 herausstrukturierte Kavernen- 
struktur mit in Draufsichl rcchtcckiger, quadratischcr, Hin- 
der oder kreuzformiger Oberflachenform. Sie weist eine ty- 

55 pische Tiefe von 10 nm bis 10 um, insbesondere 200 nm bis 
2 um, eine typische Lange von 1 pin bis 1000 um, insbeson- 
dere von 100 um bis 600 um, und eine Brcitc von 1 um bis 
1000 pm, insbesondere von 100 um bis 600 um, auf. 
Der erlauterte Aufbau des Infrarot-Sensors 5 gemaB Fig. 

60 1 bewirkt insgesamt, dass der Tragkorper 12 eine Warme- 
senke bildet, wahrend der Funktionswerkstoff 10 ein 
warmc- und/odcr clektromagnctischc Strahlung absorbic- 
render Werkstoff ist, so dass an dieser Stelle eine besonders 
starke Warmeabsorption auftritt. 

65 Die Fig. 2 zeigt in vereinfachter Weise den ersten Verfah- 
rensschritt zur Erzeugung der Ausnehmung 19 im Bereich 
der Strukturierungsschicht 11. Dazu wird unter Verwendung 
einer geeignelen Atzmaske eine an sich bekannte Kaveme- 
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natzung des Materials der Strukturierungsschicht U, ausge- 
hend von der Oberflache der Strukturierungsschicht 11, vor- 
genommcn. Diese Kavcrnenatzung erfolgt bcispiclsweisc 
iiber ein bekanntes trocken- oder nasschemisches Atzver- 
fahren, wobei die eingesetzte Atzmaskierung die spatere 5 
Geometrie der Mikrostruktur 18 bestimrnt. A us der Struktu- 
rierungsschicht 11 wird zunachst soinit die Ausnehmung 19 
derart herausstrukturiert, dass sich im Bereich der Oberfla- 
che der Strukturierungsschicht 11 zumindest naherungs- 
weise eine Negativstruktur der danach zu erzeugenden Mi- 10 
krostruktur 18 bildet. Im erlauterten Beispiel ist die Oberfla- 
chenform der hcrausstrukturicrtcn Ausnehmung 19 rcchtek- 
kig. 

Danach erfolgt dann in an sich bekannter Weise eine At- 
zung der Ruckseite des lYagkorpers 12, so dass sich die Ka- is 
vcrnc 20 ausbildet, die in der Ticfc bis zur Strukturierungs- 
schicht 11 reicht. Im erlauterten Beispiel ist auch die Obcr- 
flachenform dieser Kaverne 20, von der Ruckseite des TVag- 
korpers 12 betrachtet, rechteckig. Im Ubrigen ist die Ka- 
verne 20 bevorzugt derart dimensioniert, dass sie in alien 20 
Dimcnsioncn, d. h. Lange, Brcite und Hefe, dcutlich groBcr 
als die Ausnehmung 19 ist. An dieser Stelle sei zudem he- 
tont, dass die Atzung der Kaveme 20 auch vor dem Erzeu- 
gen der Ausnehmung 19 vorgenommen werden kann. Die 
vorhergehende Atzung der Ausnehmung 19 ist jedoch be- 25 
vorzugt, da dies die Strukturierungsschicht 11 entlastet. 

Die Fig. 3 zeigt den nach dem Herausstrukturieren der 
Ausnehmung 19 und der Kaverne 20 nachfolgenden Verfah- 
rensschritt, wobei mit Hilfe einer an sich bekannten Mikro- 
dosiervorrichtung, insbcsonderc cines Kolbendispensers 30 
oder eines Schneckendispenscrs, die Ausnehmung 19 zu- 
mindest weitgehend mit dem in diesem Stadium noch fliissi- 
gen Funktionswerkstoff 10 gefullt wird. Um das Einfullen 
des FunktionswerkstofFes 10 in die Ausnehmung 19 mit 
moglichst hoher Prazision ausfuhren zu konnen, wird dieses 35 
Einfullen bevorzugt mit Hilfe einer Mikrodosiervorrichtung 
mit integrierter Bildverarbeitung vorgenommen bzw. mit 
Hilfe einer Biidverarbeitungsvorrichung kontrolliert. 

Dariiber hinaus erfolgt wahrend des Einfiillens und/oder 
nach dem Einfullen des in diesem Stadium noch flussigen 40 
Funktionswerkstoffes 10 in die Ausnehmung 19 gegebenen- 
falls eine die Viskositat des flussigen Funktionswerkstoffes 
10 zumindest zeitweise erniedrigende Temperaturbehand- 
lung. Dazu gceignete Tcmpcraturcn Ucgen typischcrwcisc 
zwischen 50°C und 1 30°C. Durch diese Temperaturbehand- 45 
lung wird einerseits ein VerflieBen des eingefullten Funkti- 
onswerkstoffes 10 erreicht, um eine moglichst gleichmaBige 
Bcdcckung bzw. Ausfiillung der erzcugten Ausnehmung 19 
sichcrzustcllen, andercrscits wird durch die latcralc Bcgrcn- 
zung der Ausnehmung 19 jedoch gleichzeitig ein ubermaBi- 50 
ges VerflieBen des eingefullten Funktionswerkstoffes 10 
verhindert. Zudem verhindert die Begrenzung auch ein 
moglichcs VerflieBen des eingefullten FunktionswcrkstofTes 
10 wahrend eventuell nachfolgenderProzessschritte mit kri- 
tischen Temperaturen, d. h. Temperaturen die Viskositat des 55 
eingefullten Funktionswerkstoffes 10 erheblich erniedrigen. 

Die Fig. 4 zeigt abschlicBcnd, wic die Ausnehmung 19 
durch den Funktionswerkstoff 10 gefullt ist, so dass sich die 
fertige Mikrostruktur 18 gebildet hat. Um eine weitere bzw. 
nachfolgende Anderung der Form dieser Mikrostruktur 18 60 
in diesem Stadium zu vermeiden, wird der eingefullte flus- 
sigc Funktionswerkstoff 10 abschlicBcnd nun in an sich be- 
kannter Weise, beispiels weise durch UV-Hartung oder eine 
Temperaturbehandlung, ausgehartet. 

Mit dem erlauterten Verfahren des Fullens der Ausneh- 65 
mung 19 mit einem zunachst flussigen, dann ausgeharteten 
Funktionswerkstoff 10 mit Hilfe einer Mikrodosiervorrich- 
tung konnen offensichllich auch andere als rechteckige Mi- 
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krostrukturen 18 erzeugt werden. So ist es ohne Weiteres 
moglich, diese Mikrostrukturen 18 auch als Infrarot-Absor- 
bcrstrukturen in Kreuzform zu realisiercn. Bcim Fiillen ei- 
ner kreuzformigen Ausnehmung 19 muss lediglich ein lini- 
enfbrmiges Auftragen bzw. Einfullen des Funktionswerk- 
stoffes 10 in zwei Schritten realisiert werden, wobei diese 
beiden Schritte beispielsweise zwei senkrechl zueinander 
verlaufende Verfahrwege umfassen. 

Weiter sei betont, dass das erlauterte Verfahren nicht nur 
auf die Strukturierung von Absorberschichten fiir Infrarot- 
Sensoren 5 anwendbar ist, sondern dass es auch eingesetzt 
werden kann, um Mikrostrukturen 18 beispielsweise in 
Form von Lackstrukturen in weitgehend beliebiger, jedoch 
definiert vorgegebener Form zu erzeugen. Derartige Mikro- 
strukturen 18 konnen beispielsweise als mechanischer 
Schutz von cmpfindlichcn Scnsorelementcn oder Aktorcle- 
mcntcn, beispielsweise fur cine trage Masse cines Bcschleu- 
nigungssensors, dienen. 

Patentanspriiche 

1. Strukturkorper, insbesondere Infrarot-Sensor (5), 
mit einem Tragkorper (12) und einer mit dem Tragkor- 
per (12) zumindest bereichs weise in Verbindung ste- 
henden Strukturierungsschichl (11), wobei die Struktu- 
rierungsschicht (11) zumindest bereichsweise minde- 
stens ein Mikrobauelement (17) aufweist, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Strukturierungsschicht (11) be- 
reichsweise mindestens eine Ausnehmung (19) auf- 
weist, die zumindest weitgehend mit einem ausgeharte- 
ten, beim Einfullen in die Ausnehmung (19) flussigen 
Funktionswerkstoff (10) gefullt ist. 

2. Strukturkorper nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Funktionswerkstoff (10) ein dispen- 
sicrbarer Lack und/oder ein Infrarot-Absorbcrmatcrial 
ist. 

3. Strukturkorper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Funktionswerkstoff (10) einen 
Fullsloff enthalt. 

4. Strukturkorper nach mindestens einem der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Funktionswerkstoff (10) zumindest indirekt bereichs- 
weise mit dem Mikrobauelement (17) in Verbindung 
stcht. 

5. Strukturkorper nach mindestens einem der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Mikrobauelement (17) ein Sensorelement und/oder ein 
Aktorclcmcnt, insbesondere ein Thermoelement, cine 
tragc Masse cines Bcschleunigungssensors, oder ein 
Widerstandsdraht ist. 

6. Strukturkorper nach mindestens einem der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Strukturierungsschicht (11) cine bereichsweise frcilra- 
gende Membran (11) ist. 

7. Strukturkorper nach mindestens einem der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Ausnehmung (19) cine obcrflachlich aus der Struktu- 
rierungsschicht (11) herausstrukturicrtc Kavcrncn- 
struktur mit in Draufsicht rechteckiger, quadratischer, 
runder oder kreuzformiger Oberflachenform ist. 

8. Struklurkbrper nach mindestens einem der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Ausnehmung (19) eine Tiefe von 10 nm bis 10 um, ins- 
besondere von 200 nm bis 2 um, eine Lange von 1 um 
bis 1000 um, insbesondere von 100 um bis 600 um, 
und eine Breite von 1 um bis 1000 pm, insbesondere 
von 100 um bis 600 um, aufweist. 

9. Strukturkorper nach mindestens einem der vorange- 
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henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Tragkorper (12) zumindest bereichsweise aus einem 
Halblcitcr wic Silizium oder eincm Mctall wie Cu, Au, 
A I, Ag, Co oder Ni besteht, und/oder dass die Struktu- 
rierungsschicht (11) zumindest bereichsweise aus ei- 5 
nem Oxid oder Nilrid insbesondere einem Silizium- 
oxid oder Siliziumnitrid, oder aus porosem Silizium 
besteht. 

10. Strukturkorper nach mindestens einem der voran- 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 10 
die Strukturierungsschicht (11) bereichsweise mit min- 
destens einem Thermoelement vcrschen ist, das cincr- 
seits bereichsweise zumindest indirekt warmeleitend 
mit dem Funktionswerkstoff (10) in Verbindung steht, 
und das andererseits bereichsweise zumindest indirekt 15 
warmeleitend mit dem Tragkorper (12) in Verbindung 
steht. 

11. Strukturkorper nach mindestens einem der voran- 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Tragkorper (12) eine Warmesenke bildet und der 20 
Funktionswerkstoff (10) ein Warmc und/oder elcktro- 
magnetische Strahlung absorbierender Werkstoff ist. 

12. Verfahren zur Erzeugung einer Mikrostruktur aus 
einem Funktionswerkstoff im Bereich der Oberflache 
einer Strukturierungsschicht, insbesondere Verfahren 25 
zur Erzeugung eines Strukturkorpers nach mindestens 
einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass aus der Strukturierungsschicht (11) zu- 
nachst eine Ausnehmung (19) herausstrukturiert wird, 
die zumindest nahcrungsweise cine Ncgativstruktur 30 
der zur erzeugenden Mikrostruktur (18) bildet, und 
dass dann die Ausnehmung (19) zumindest weitgehend 
mit einem zunachst fliissigen Funktionswerkstoff (10) 
gefullt wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, dass das Fullen der Ausnehmung (19) mit 
Hilfe einer Mikrodosiervorrichtung, insbesondere mit 
Hilfe eines Kolbendispensers oder eines Schneckendis- 
pensers, erfolgt. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge- 40 
kennzeichnet, dass wahrend des Einfullens und/oder 
nach dem Einfiillen des fliissigen Funktionswerkstoffes 
(10) in die Ausnehmung (19) eine die Viskositat des 
fliissigen Funktionswerkstoffes (10) zumindest zcit- 
weise erniedrigende Temperaturbehandlung vorge- 45 
nommen wird. 

15. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 
12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der zunachst 
fliissige Funktionswerkstoff (10) nach dem Einfiillen in 
die Ausnehmung (19) ausgehartet wird. 50 

16. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 
12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Einfiillen 
des Funktionswerkstoffes (10) mit Hilfe einer Mikro- 
dosiervorrichtung mit integrierter Bildverarbeitung er- 
folgt und/oder dass das Einfiillen des Funktionswerk- 55 
stoffes (10) mit Hilfe einer Bildverarbeitungsvorrich- 
tung kontrollicrt wird. 
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